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【はじめに】炭化ケイ素(SiC)半導体中のシリコン空孔(VSi)は、固体量子ビット
1、量子暗号通信に

応用可能な単一光子源 2、室温において局所的な磁場や温度を高感度検出する量子センサ 3といっ

た、「量子デバイス」への応用が期待されている。基礎研究で先行するダイヤモンドを母材とした

発光中心(NVセンター4)の研究に対して、SiCは大口径・高品質ウエハの入手性の良さ、成熟した

デバイス作製技術といった実用化に係る利点を持つ。この観点から、我々は SiC デバイスに量子

センサを埋め込むことを試みている。本研究では、プロトンビーム描画(PBW)により SiC pnダイ

オード中にVSiを形成し、量子センシングの基本操作である光検出磁気共鳴(ODMR)測定を行った。 

【実験及び結果】p型 4H-SiCエピタキシャル膜付基板(アクセプタ濃度 1.5×1016 cm–3)に、800 oC

でのアルミニウム及びリン注入、及び注入後 1800 oC、10分間の熱処理により、p+及び n+層を形

成することでプレーナー型の p+p–n+ダイオードを作製した。作製したダイオード中に PBW（直径

約 1 μmビーム径）によりドットを配列させたパターンを照射した。ビームエネルギーは 0.5 MeV、

照射量は 1×105 H+/dot とした。評価には共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡を用い、室温にてフォ

トルミネッセンス(PL)マッピング像を取得した後、発光点の一つを選択して ODMR 測定(印加磁

場なし)を行った。Fig. 1に PLマッピング像、Fig.2に ODMR測定結果をそれぞれ示す。Fig. 1よ

り、p–層および n+層において明瞭な発光点の羅列が確認された。また、Fig. 2より VSiのゼロ磁場

分裂幅に相当する70 MHz付近 5にピークを観測したことから、デバイス中に形成したVSiのODMR

信号検出に成功したと結論できる。講演では、ダイオードの電流注入により発光させた VSi の

ODMR信号検出の検討結果についても報告する。 
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Fig. 2. ODMR spectrum of VSi (1×105 H+/dot) 
created in a p+p–n+ diode (λexc: 532 nm). 

Fig. 1. Confocal PL map (λexc: 671 nm, 
1.6 mW, 808 nm long pass filter) for a 
proton irradiated (1× 105 H+/dot) p+p–n+ 
diode. 
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